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１.はじめに 

超伝導単一光子検出器(SSPD)は、高速、高検出効率、低暗計数率であることから様々な分野で

の応用が進んでいる。検出効率の向上には内部量子効率および光吸収率の向上が重要である。MoN 

は NbN と比較すると電子格子緩和時間が一桁以上大きく内部量子効率 100％が容易であることか

ら MoN-SSPD に着目している[1]。本研究では、熱酸化 Si 基板上に Au 反射膜付きの MoN-SSPD

を作製し、最大 37％の検出効率を得た。さらなる検出効率の向上に向けて、有限差分時間領域法

(FDTD法)を用いて光吸収率の最適な構造設計を試みた。 

2.実験方法および結果 

 熱酸化 Si基板上に図 1の構造からなる MoN-SSPD を作製した。作製し

たデバイスの検出効率、暗計数のバイアス電流依存性を図 2に示す。膜厚

7nm、線幅 100nm、ピッチ幅 180nm、バイアス電流 18.7µA の時、最大検

出効率 37％を示した。本構造の光吸収率を FDTD 法によりシミュレーシ

ョンした所、73%であった。次に熱酸化 Si 基板をサファイア基板に置き

換えて同様なシミュレーションを行った。その結果を図 3に示す。ピッチ

幅 180nmにおいて光吸収率が 97.5%となった。 
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図 1MoN-SSPD 積層構造 

 

図 3光吸収率のピッチ幅依存性 

 

Si基板 

SiO2 

Al2O3 

MoN 

Au 

ピッチ幅 

 

細線幅 

120nm 

250nm 

235nm 

図図 2検出効率および暗係数のバイアス電流依存

性 
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